LABORATORIUM FUNKCJONALIZACJI NANOMATERIALOW

Cwiczenie 6 — SAM na powierzchni GaAs (v1.1)

l. Cel ¢éwiczenia

1.

Zapoznanie  si¢ z  technika  oczyszczania  powierzchni  podlozy
poOtprzewodnikowych.

Osadzenie samoorganizujacej si¢ warstwy ligandow (ang. self-assembly monolayer
- SAM) na podtozu.

Analiza wigzan chemicznych na podstawie widm absorpcyjnych w podczerwieni.

Il.  Odczynniki chemiczne

podioze GaAs x2-4

1.
2. thiooktan, CAS Number 111-88-6

3. thiooktadecyl, CAS Number 2885-00-9
4,
5
6
7

etanol bezwodny

. woda amoniakalna - roztwor 1:20 NH4OH/H.0

HCI - roztwor 1:10 HCl/etanol
2-propanol w tryskawce

I1l.  Aparatura i materialy

ok wdpE

Peseta

Zlewka 50 ml x6

Szalka Petriego x2

Pipeta automatyczna 1 ml wraz z koncéwkami
Cylinder miarowy 25 ml

Patyczki do czyszczenia

IV.  Przebieg doSwiadczenia

1.

Przygotowa¢ 4 zlewki 50 ml zawierajace po 20 ml odpowiednio:
roztwor NH4OH, roztwér HCI, etanol x2
Przygotowac 2 zlewki 50 ml zawierajace po 10 ml 5 mM roztworu tiolu-1 i tiolu-2
w etanolu przykry¢ je szalkami Petriego.
Ustawi¢ zlewki w kolejnosci:

1.Woda amoniakalna

2.Etanol

3.Roztwor HCI

4. Etanol

5.Roztwor tiolu-1/ roztwor tiolu-2
Przygotowane podloze GaAs ztapa¢ peseta za jeden rég i w sprawny sposob
wykona¢ procedura zanurzania w kolejnych roztworach na 30 sekund. Podtozem
zanurzonym w roztworach nalezy delikatnie miesza¢ bez dotykania $cianek zlewki.
UWAGA: zminimalizowa¢ czas przebywania podloza ,,na powietrzu” w czasie
transferu do kolejnego roztworu.
Cykl mycia powtorzy¢ 2 razy



6. Po dokonaniu pelnego mycia podtoze wlozy¢ do zlewki zawierajacej roztwor tiolu-
1 (wierzchnig warstwa podtoza do gory). Pozostawi¢ na 60 minut.

Peten cykl (nr zlewek): 1,2,3,4,1,2,3,4,5

7. Powtdrzy¢ procedure mycia dla drugiego podtoza i umiesci¢ go w roztworze tiolu-
2.

8. Zawarto$¢ zlewek 1-4 wyla¢ do wskazanego przez prowadzacego kanistra.

9. Do zlewki nr 2 i 4 ponownie nala¢ etanol — punkt ten wykona¢ na chwilke przed
kolejnym punktem.

10. Po godzinie wyciagna¢ sfunkcjonalizowane podioza GaAs i wyptukaé je
odpowiednio w zlewkach 2 i 4.

11. Pozostawi¢ do odparowania etanolu.

V. Pomiary
1. Wykona¢ pomiar widm absorpcji w podczerwieni korzystajac z spektrofotometru
FT-IR Nicolet i-10 — szczegdtowa instrukcja znajdujg si¢ na stanowisku.

2. Pomiary wykona¢ na probkach:
— podtoze GaAs
— umyte podtoze GaAs
— podtoze GaAs sfunkcjonalizowane tiolem-1
— podtoze GaAs sfunkcjonalizowane tiolem-2
—tiol-1
—tiol-2

VI.  Zadania do wykonania
1. Opisaé proces powstawania samoorganizujacej warstwy ligandéw na podtozu.
2. Sporzadzi¢c i omoéwi¢ wykresy absorpcji w podczerwieni zmierzone dla
poszczegolnych probek. W szczegodlnosci uwzglednic:
— efekt utlenienia powierzchni GaAs
— efekt wigzania tiolu do podtoza GaAs
— efekt dlugosci tancucha weglowodorowego
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